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Впервые исследовалась эволюция спектра стимулированного пикосекундного излучения, возникающего при пикосекундной оптической накачке тонкого (~1 мкм) слоя GaAs. Излучение измерялось ещё до достижения им торцов образца. Обнаружена бистабильная автомодуляция спектра излучения [1]. На фронте импульса излучения в его спектре выделился и доминировал один набор эквидистантных мод (кривая 1 рис.1). На спаде излучения его заменил другой набор мод (кривая 2 рис.1). Внутри каждого набора интервал между модами 10 мэВ совпадал с расчетным интервалом между собственными модами являющегося активным резонатором слоя GaAs. В определенные моменты времени форма модуляции спектра излучения была подобной форме автомодуляции спектра поглощения зондирующего пикосекундного импульса, обнаруженной в [2]. Это подобие явилось ещё одним подтверждением взаимосвязи вышеназванных автомодуляций излучения и поглощения. Обнаружено, что время разгорания излучения является осциллирующей функцией энергии его фотона (рис.2). При этом эволюция спектральных компонент излучения (СКИ) оказалась так самосогласована, что интегральный по времени спектр и интегральная по спектру огибающая импульса излучения имели гладкую (без локальных особенностей) форму. Автомодуляция свидетельствует, что разность коэффициентов усиления и потерь излучения является нелинейной функцией интенсивности излучения. Предполагается, что взаимодействие между СКИ, приводящее к автомодуляции спектра излучения, может быть разновидностью вынужденного комбинационного рассеяния. Тогда, по крайней мере, часть вынужденных рекомбинационных излучательных переходов должна являться комбинационными переходами. Указаны условия, способствующие возникновению комбинационных переходов. Схема комбинационного перехода предложена. 
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Рис. 2. Зависимость времени разгорания (tb излучения от энергии его фотона ħ(.
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Рис. 1. Спектры излучения в различные моменты времени t, пс: 6 (1), 32 (2).









